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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に配された複数の駆動配線及び複数の信号線と、
　前記複数の駆動配線と前記複数の信号線の行列配置に対応して配された複数の画素要素
と、
　前記複数の画素要素の上に配された半導体層と、
　前記半導体層の上に配された透明電極と、
　前記複数の駆動配線及び前記複数の信号線のうち少なくとも一方を外部回路と接続する
端子部と、を含み、
　前記複数の画素要素のそれぞれは、個別電極を備えるスイッチング素子を含み、
　前記半導体層及び前記透明電極は、解像度に応じた所定の数の前記画素要素のグループ
をそれぞれ単一画素として機能させるように、前記所定の数の画素要素にまたがって配さ
れ、
　前記端子部は、前記複数の駆動配線及び前記複数の信号線のうち前記少なくとも一方と
同時に前記基板上に形成された第１の引出し電極、前記第１の引出し電極の上に前記個別
電極と同時に形成された第２の引出し電極、及び前記第２の引出し電極の上に前記透明電
極と同時に形成された端子接続部を含み、
　前記端子接続部は、前記解像度に応じた所定の数の前記第２の引出し電極ごとにまたが
って配されることによって、前記複数の駆動配線及び前記複数の信号線のうち前記少なく
とも一方を前記所定の数ごとに統合する、
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　ことを特徴とする検出装置。
【請求項２】
　前記端子接続部の上に開口を有する保護膜をさらに含み、
　前記端子接続部は、前記開口を介して前記外部回路と接続される、
　ことを特徴とする請求項１に記載の検出装置。
【請求項３】
　前記スイッチング素子は、前記駆動配線に接続されたゲート電極、前記信号線に接続さ
れたソース電極及びドレイン電極の一方、及び前記個別電極に接続されたソース電極及び
ドレイン電極の他方を備える薄膜トランジスタを含む、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の検出装置。
【請求項４】
　前記半導体層が光電変換を行う請求項１乃至３のいずれか１項に記載の検出装置と、
　前記半導体層の上に配置された、入射する放射線を前記半導体層が感知可能な波長帯域
の光に変換する波長変換体と、を有する、
　ことを特徴とする放射線検出装置。
【請求項５】
　前記半導体層が放射線を直接電気信号に変換する材料によって構成された請求項１乃至
３のいずれか１項に記載の検出装置を有する、
　ことを特徴とする放射線検出装置。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載の放射線検出装置と、
　前記放射線検出装置からの信号を処理する信号処理手段と、
　前記信号処理手段からの信号を記録するための記録手段と、
　前記信号処理手段からの信号を表示するための表示手段と、
　前記信号処理手段からの信号を伝送するための伝送処理手段と、
　前記放射線を発生させるための放射線源と、を備える、
　ことを特徴とする放射線撮像システム。
【請求項７】
　検出装置の製造方法であって、
　前記検出装置は、基板上に配された複数の駆動配線及び複数の信号線、前記複数の駆動
配線と前記複数の信号線の行列配置に対応して配された複数の画素要素、前記複数の画素
要素の上に配された半導体層、前記半導体層の上に配された透明電極、並びに前記複数の
駆動配線及び前記複数の信号線のうち少なくとも一方を外部回路と接続する端子部、を含
み、
　前記複数の画素要素のそれぞれは個別電極を備えるスイッチング素子を含み、
　前記端子部は、前記基板上に配された第１の引出し電極、前記第１の引出し電極の上に
配された第２の引出し電極、及び前記第２の引出し電極の上に配された端子接続部を含み
、
　前記基板上に前記複数の駆動配線及び前記複数の信号線のうち前記少なくとも一方、及
び前記第１の引出し電極を同時に形成する第１の工程と、
　前記個別電極、及び前記第２の引出し電極を同時に形成する第２の工程と、
　解像度に応じた所定の数の前記画素要素のグループをそれぞれ単一画素として機能させ
るように前記所定の数の画素要素にまたがって前記半導体層を形成する第３の工程と、
　前記所定の数の画素要素にまたがって前記透明電極を形成すると同時に、前記解像度に
応じた前記所定の数の前記第２の引出し電極ごとにまたがって、前記複数の駆動配線及び
前記複数の信号線のうち前記少なくとも一方を前記所定の数ごとに統合するように前記端
子接続部を形成する第４の工程と、を含む、
　ことを特徴とする検出装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、可視光、赤外線等の光を電気信号に変換する光電変換装置、これを用いた放
射線検出装置、および放射線撮像システムに係り、とくにＸ線、γ線などの放射線を検出
するデジタル放射線検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル放射線検出装置は、未だ用途が限られており、量産効果による低価格化が図れ
ていない装置である。特に医療用途においては、放射被爆低減、即ち、特性向上の要望が
強く、且つ、低価格化も望まれている。このことは、デジタル放射線検出装置が広く普及
する上で必須の課題となっている。
【０００３】
　このような事情を背景にして、特許文献１ではＭＩＳ（Metal Insulator Semiconducto
r）型センサパネルが提案され、低価格な放射線検出装置が実現されている。この装置で
は、ＴＦＴ（Thin Film Transistor：薄膜トランジスタ）素子とセンサ素子の層構成が同
様なＭＩＳ構造であることから、製造工程における簡略化が図られている。特に、ＣＶＤ
（Chemical Vapor Deposition）装置を共有可能にしたことで、低価格化を実現している
。
【特許文献１】米国特許第６０７５２５６号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、今後更に、広くデジタル放射線検出装置を普及させるためには、現状の
価格、センサ特性、仕様から低価格、高機能であり、且つ、様々な分野において様々な種
類及び特性のセンサパネルを提供することが必要となる。また、広く普及することが、量
産効果を誘導し、更に、低価格装置を実現できることにもなる。
【０００５】
　例えば、医療分野においては、撮影部位として、胸部撮影と比較的高精細が必要とされ
る乳房撮影の差異、或いは、撮影用途として手術目的の動画像、または、一般撮影の静止
画像など、求められる特性が異なり、その結果、画素サイズは様々となる。
【０００６】
　本発明は、このような従来の事情を考慮してなされたもので、様々な画素サイズの高機
能センサパネルを低価格で実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の１つの側面は検出装置にかかり、基板上に配された複数の駆動配線及び複数の
信号線と、前記複数の駆動配線と前記複数の信号線の行列配置に対応して配された複数の
画素要素と、前記複数の画素要素の上に配された半導体層と、前記半導体層の上に配され
た透明電極と、前記複数の駆動配線及び前記複数の信号線のうち少なくとも一方を外部回
路と接続する端子部と、を含み、前記複数の画素要素のそれぞれは、個別電極を備えるス
イッチング素子を含み、前記半導体層及び前記透明電極は、解像度に応じた所定の数の前
記画素要素のグループをそれぞれ単一画素として機能させるように、前記所定の数の画素
要素にまたがって配され、前記端子部は、前記複数の駆動配線及び前記複数の信号線のう
ち前記少なくとも一方と同時に前記基板上に形成された第１の引出し電極、前記第１の引
出し電極の上に前記個別電極と同時に形成された第２の引出し電極、及び前記第２の引出
し電極の上に前記透明電極と同時に形成された端子接続部を含み、前記端子接続部は、前
記解像度に応じた所定の数の前記第２の引出し電極ごとにまたがって配されることによっ
て、前記複数の駆動配線及び前記複数の信号線のうち前記少なくとも一方を前記所定の数
ごとに統合する、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】



(4) JP 4875349 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

　本発明によれば、同一のＴＦＴアレイ基板などの複数のスイッチング素子が形成された
基板から、画素サイズが異なる様々な種類のパネルを実現することが可能になる。これに
より、多品種パネルの共通化が達成でき、製造工程を簡略化することが可能となる。その
結果、様々な画素サイズの高機能センサパネルを低価格で実現することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明に係る放射線検出装置、放射線撮像システム、および光電変換装置を実施
するための最良の形態について図面を参照して説明する。
【実施例１】
【００１４】
　本発明の第１の実施例では、ＭＩＳ型センサを用いた放射線検出装置について述べる。
本実施例の放射線検出装置は、放射線を波長変換体であるシンチレータ層（蛍光体層）で
光に変換し、光電変換素子で電気信号に変換する間接変換型のものに適用している。この
放射線検出装置で用いる光電変換装置は、駆動配線と信号線に接続されたスイッチング素
子としてのＴＦＴ素子と、そのＴＦＴ素子に接続されたセンサ素子とから構成されている
。この構成において、駆動配線と信号線の行列配置により決定される画素要素が配列され
、１つの画素として形成されるセンサ素子が複数の画素要素に接続されている。画素要素
に接続されている複数の信号線は、夫々の端子部に接続され、１端子に統合されている。
複数の駆動配線も、夫々の端子部に接続され、１端子に統合されている。
【００１５】
　図１に本実施例による放射線検出装置の模式的平面図を示す。図中、１１はスイッチン
グ素子を形成するＴＦＴ部、１２は個別電極である。１３はＴＦＴ部１１のゲート電極に
制御信号を送る駆動配線、１４はセンサ部２１からの信号をＴＦＴ部１１のソース・ドレ
インを介して読み出す信号線である。２１はセンサ素子を構成するセンサ部（図中、二点
鎖線の輪郭で表示）である。２２は端子接続部、１５は端子接続部２２に設けられる駆動
配線１３及び信号線１４の引出し端子部、２３は端子接続部２２に設けられる最終引出し
端子開口部である。駆動配線１３の引出し端子部１５は、最終引出し端子開口部２３を介
して駆動回路（非図示）に、また信号線１４の引出し端子部１５は、最終引出し端子開口
部２３を介して読み出し回路（非図示）にそれぞれ接続される。
【００１６】
　図中の例では、センサ部２１上に波長変換体としてのシンチレータ（非図示）が実装さ
れる。シンチレータの実装工程は、センサパネル上にシンチレータ（蛍光体）を積層させ
たカーボンやフィルムに貼り合わせる方式でも、センサパネル上に直接シンチレータを堆
積させる方式でも、いずれでも適用可能である。この構成において、Ｘ線等の放射線は、
シンチレータ（非図示）により光電変換素子で検出可能な波長の光に変換され、その光が
センサ部２１に入射する。入射光は、センサ部２１にて光電変換及び蓄積され、その信号
がＴＦＴ部１１の転送動作により読み出し回路（非図示）に読み出される。
【００１７】
　本実施例では、ＴＦＴ部１１から成る２×２の画素要素が単一画素として機能している
。即ち、２×２の画素要素上に１個のセンサ部２１が配置されている。これに合わせて、
ＴＦＴ部１１のゲート電極に接続される駆動配線１３及びＳＤ（ソース／ドレイン）電極
に接続される信号線１４は、引出し接続部２２において、２ライン分が引出し端子部１５
を介して互いに接続される。これにより、単一画素を構成するセンサ部２１毎に２×２の
画素要素を成す複数のＴＦＴ部１１の同時駆動および同時読出しが可能な構造となってい
る。この接続構造は、ＴＦＴアレイ上、即ち、個別電極１２上に形成されるセンサ部２１
を作成する段階で同時に形成される。また、本実施例では、２×２の画素要素を１画素と
して機能させているが、画素サイズはこれに限らず、例えば３×３の画素要素を１画素と
して機能させてもよく、１×１の画素要素を１画素として機能させてもよい。
【００１８】
　図２は、図１中のＡ－Ａ部の模式的断面図を示す。
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【００１９】
　図２において、１０１はガラス基板、１０２はゲート電極、１０３はゲート絶縁膜、１
０４はＴＦＴ半導体層、１０５はＴＦＴチャネル保護膜、１０６はオーミックコンタクト
層、１０７はＴＦＴ　ＳＤ電極である。１０８は保護層、１０９は層間絶縁層、１１０は
個別電極である。また、２０１はセンサ絶縁層、２０２はセンサ半導体層、２０３はキャ
リアブロッキング層、２０４はセンサ透明電極、２０５はセンサバイアス線、２０６は保
護膜である。このように、ＴＦＴアレイ上に、層間絶縁層１０９を介して、センサ部を形
成することにより、開口率を上げ、また信号線などの配線幅を広げてノイズを低減させ、
センサ感度向上を達成することができる。
【００２０】
　本実施例では、センサ半導体層２０２が複数の個別電極１１０にまたがって配置されて
いる。これによれば、１つの画素要素が欠陥であっても、他の３つの画素要素で駆動でき
、画素欠陥低減に効果があり、画像品位を向上させる利点もある。
【００２１】
　図３は、図１中のＢ－Ｂ部の模式的断面図を示す。
【００２２】
　図３において、１０１はガラス基板、１０３はゲート絶縁膜、１０８、２０６は保護膜
、３０１は図２においてＴＦＴ　ＳＤ電極１０７と同時に形成される引出し電極、３０２
は図２において個別電極１１０と同時に形成される引出し電極、３０３は図２においてセ
ンサ透明電極２０４と同時に形成される端子接続部、３０４は最終引出し端子開口部であ
る。
【００２３】
　以上説明したように、本実施例では、例えば、２×２の画素要素が単一画素として機能
させるため、２×２画素要素上に１個のセンサを配置し、引出し接続部においても、２ラ
インを引出し端子部で接続して同時駆動、同時読出しが可能な構造としている。この接続
構造は、前述のようにＴＦＴアレイ上にセンサ部を作成する段階で同時に形成される。本
実施例では、２×２の画素要素を１画素として機能させる場合を例示しているが、例えば
３×３の画素要素を１画素として機能させたり、１×１の画素要素を１画素として機能さ
せたりすることも可能である。
【００２４】
　従って、本実施例によれば、同一のＴＦＴアレイ基板を用いて画素サイズが異なる様々
な種類のパネルを実現することができる。これにより、多品種パネルの共通化が達成でき
、製造工程を簡略化することが可能となる。その結果、低価格化と特性向上が同時に達成
できる。
【００２５】
　なお、図２で示したセンサ部を統合した構造、及び、図３で示した端子部を統合した構
造は、どちらか一方の構造を採用することで十分に低価格化が達成できる。例えば、図２
の構造は、開口率が向上し、複数ライン駆動など駆動方法を工夫すれば本質的な低価格化
と高機能化が達成できる。また、図３の構造は、外付けのドライバー及びアンプＩＣの固
執を削減できる利点がある。しかし、最大の効果を出すためには、両構造を採用すること
が望ましい。また本実施例では、ＭＩＳ型センサを例にとって述べているが、基本的には
、ＰＩＮ型センサにおいても同様に本発明は有効に機能する。
【００２６】
　なお、本実施例では、アモルファスシリコンＴＦＴとして、逆スタガ型（ボトムゲート
型）のものを用いているが、スタガ型（トップゲート型）のものを用いてもよい。また、
アモルファスシリコンＴＦＴの代わりにポリシリコンＴＦＴを用いてもよい。
【００２７】
　また、本実施例では、スイッチング素子の例としてＴＦＴを用いた場合を説明している
が、本発明は必ずしもこれに限定されるものではない。例えば、スイッチング素子として
、ダイオードを用いたものでもよい。
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【実施例２】
【００２８】
　本発明の第２の実施例では、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）パネルのＴＦＴアレイ
基板を利用した放射線検出装置について説明する。
【００２９】
　図４は本実施例の模式的平面図である。図中、１１はＴＦＴ部、１２は個別電極、１３
は駆動配線、１４は信号線、１５は引出し端子部、２１はセンサ部（図中、二点鎖線の輪
郭で表示）である。本実施例は３×３画素のセンサであり、１画素は３画素要素（ＬＣＤ
で用いるカラーフィルタの赤、緑、青の三原色パターンに対応する画素要素）より構成さ
れている。
【００３０】
　本実施例では、３個の画素要素が１画素を構成しているが、このとき、統合された１画
素は正方形であり、個々の画素要素は複数等分された長方形である。即ち、ＴＦＴアレイ
までは、液晶表示素子で用いられる画素構造であり、安価に大量生産されている構造であ
り、センサを低価格する上で利点の大きい画素構成である。勿論、個別電極１２からセン
サと同様、統合することも考えられる。
【００３１】
　従って、本実施例によれば、前述と同様の効果に加え、ＬＣＤで大量生産されるＴＦＴ
アレイ基板をそのまま利用して放射線検出装置を製造することができ、より一層の低価格
化を実現することが可能になる。
【実施例３】
【００３２】
　前述した各実施例では、入射される放射線をシンチレータで光に変換して光電変換素子
で検出する間接変換型センサを用いた放射線検出装置を例示している。これに対し、本発
明の第３の実施例では、入射される放射線を直接電気信号に変換するＣｄＴｅなどの直接
型センサを用いた放射線検出装置について述べる。
【００３３】
　図５は本実施例の模式的断面図である。図中、１０１はガラス基板、１０２はゲート電
極、１０３はゲート絶縁膜、１０４はＴＦＴ半導体層、１０５はＴＦＴチャネル保護膜、
１０６はオーミックコンタクト層、１０７はＴＦＴ　ＳＤ電極である。１０８は保護層、
１０９は層間絶縁層、１１０は個別電極である。また、３０１は導電性樹脂接続部、３０
２はセンサ部個別電極、３０３はＣｄＴｅ等直接変換材料（半導体素子）、３０４はセン
サ共通電極である。本実施例は、ＴＦＴアレイの複数の画素要素がセンサアレイの１画素
に接続されている。そのため、接続方法は、図５の様に一括であっても、個別であっても
基本的に同様である。この構成において、Ｘ線等の放射線は、直接変換材料３０３で電気
信号に変換され、ＴＦＴ部の転送動作により読み出し回路（非図示）に読み出される。
【００３４】
　なお、本実施例では、直接型センサを構成する直接変換材料（半導体素子）としてＣｄ
Ｔｅを例示しているが、本発明にこれに限定されるものではなく、例えばａ－Ｓｅ（アモ
ルファスセレン）材料などでもよい。
【００３５】
　なお、上述した各実施例では、放射線検出装置を説明しているが、本発明は必ずしもこ
れに限らず、完全積層型の光電変換装置にも適用可能である。例えば、基板上に、光を電
気信号に変換する光電変換素子と、該光電変換素子で変換された電気信号を転送するスイ
ッチング素子とを有する画素を複数有してなる光電変換装置に用いることができる。この
場合、画素は、基板上に配置された複数のスイッチング素子と、複数のスイッチング素子
上に配置され、複数のスイッチング素子に接続された光電変換素子とで構成される。
【実施例４】
【００３６】
　本発明の第４の実施例では、本発明に係る放射線検出装置を用いた放射線撮像システム
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【００３７】
　図６は本実施例の概要図である。図６において、Ｘ線チューブ６０５０で発生したＸ線
６０６０は患者あるいは被験者６０６１の胸部６０６２を透過し、シンチレータを上部に
実装した放射線検出装置６０４０に入射する。この入射したＸ線には患者６０６１の体内
部の情報が含まれている。Ｘ線の入射に対応してシンチレータは発光し、これを光電変換
して、電気的情報を得る。この情報はデジタルに変換され。イメージプロセッサ６０７０
により画像処理され制御室のディスプレイ６０８０で観察できる。
【００３８】
　また、この情報は電話回線６０９０等の伝送手段により遠隔地へ転送でき、別の場所の
ドクタールームなどディスプレイ６０８１に表示もしくは光ディスク等の保存手段に保存
することができ、遠隔地の医師が診断することも可能である。またフィルムプロセッサ６
１００によりフィルム６１１０に記録することもできる。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明は、完全積層型の光電変換装置及びこれを用いた放射線検出装置の用途に適用で
き、とくに医療画像診断装置、非破壊検査装置、放射線を用いた分析装置などに応用でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の第１の実施例に係る放射線検出装置の模式的平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ部の模式的断面図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ部の模式的断面図である。
【図４】本発明の第２の実施例に係るＬＣＤパネルのＴＦＴアレイを利用した放射線検出
装置の模式的平面図である。
【図５】本発明の第３の実施例に係る直接型放射線検出装置の模式的断面図である。
【図６】本発明の第３の実施例に係る放射線検出装置を用いた放射線撮像システムを説明
する概要図である。
【符号の説明】
【００４１】
１１　ＴＦＴ部
１２　個別電極
１３　駆動配線
１４　信号線
１５　引出し端子部
２１　センサ部
２２　端子接続部
２３　最終引出し端子開口部
１０９　層間絶縁層
１１０　個別電極
２０１　センサ絶縁層
２０２　センサ半導体層
２０４　センサ透明電極
２０５　センサバイアス線
２０６　保護膜
３０１　導電性樹脂接続部
３０２　センサ部個別電極
３０３　ＣｄＴｅ等直接変換材料
３０４　センサ共通電極
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(9) JP 4875349 B2 2012.2.15

【図５】 【図６】



(10) JP 4875349 B2 2012.2.15

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０４Ｎ   5/32     (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  27/14    　　　Ｃ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｎ   5/32    　　　　          　　　　　

(72)発明者  望月　千織
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社内
(72)発明者  渡辺　実
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社内
(72)発明者  石井　孝昌
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社内

    審査官  粟野　正明

(56)参考文献  特開２００４－０１５００２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３２００３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－０９５５１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－１４５８５９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２７／１４　　　　
              Ｇ０１Ｔ　　　１／２０　　　　
              Ｇ０１Ｔ　　　１／２４　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２７／１４６　　　
              Ｈ０１Ｌ　　３１／０９　　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　５／３２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

